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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成30年3月29日(2018.3.29)

【公表番号】特表2017-509920(P2017-509920A)
【公表日】平成29年4月6日(2017.4.6)
【年通号数】公開・登録公報2017-014
【出願番号】特願2016-556940(P2016-556940)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/08     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５０３　
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５２１　
   Ｇ０２Ｂ    5/08     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   19/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月16日(2018.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学有効面を有する、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置のミラーであって、
　該ミラーは、所定の使用波長を有し且つ各表面法線に対して６５°以上の入射角で前記
光学有効面に入射する電磁放射線に関して、少なくとも０．５の反射率を有し、
　該ミラーは、第２周期元素及び４ｄ遷移族元素の化合物を含む少なくとも１つの層（１
６０、１７０、３２０）を有し、
　該ミラーは、前記光学有効面の方向で最上部に配置された保護層（４３０、５３０、６
３０、７３０）を有し、
　前記光学有効面の方向で前記保護層の下にそれぞれ配置された層（４２０、５１０、６
２０、７０５）の材料が、前記保護層（４３０、５３０、６３０、７３０）の材料よりも
低吸収であり、
　前記保護層（４３０、５３０、６３０、７３０）は５ｎｍ以下の厚さを有するミラー。
【請求項２】
　請求項１に記載のミラーにおいて、前記４ｄ遷移族元素は、モリブデン（Ｍｏ）、ニオ
ブ（Ｎｂ）、及びジルコニウム（Ｚｒ）からなる群から選択されることを特徴とするミラ
ー。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のミラーにおいて、前記第２周期元素は、ベリリウム（Ｂｅ）、
ホウ素（Ｂ）、炭素（Ｃ）、窒素（Ｎ）、及び酸素（Ｏ）からなる群から選択されること
を特徴とするミラー。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のミラーにおいて、該ミラーは、前記層（１６０）
及び基板（１５０）のみを有することを特徴とするミラー。
【請求項５】
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　請求項１～３のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記層は、ルテニウム（Ｒｕ）
から構成される第１層（３１０）の上に第２層（３２０）として配置されることを特徴と
するミラー。
【請求項６】
　光学有効面を有する、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置のミラーであって、
　所定の使用波長を有し且つ各表面法線に対して６５°以上の入射角で前記光学有効面に
入射する電磁放射線に関して、少なくとも０．５の反射率を有し、且つ
　ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、又はパラジウム（Ｐｄ）を含む第１材料から
構成される第１層（２１０、３１０、４１０、５１０、６０５）と、前記光学有効面の方
向で前記第１層（２１０、３１０、４１０、５１０、６０５）の上に配置され且つ前記第
１材料と比べて低吸収の第２材料から構成される第２層（２２０、３２０、４２０、６２
０）とを有するミラー。
【請求項７】
　請求項６に記載のミラーにおいて、前記第２層（２２０、６２０）の材料は、モリブデ
ン（Ｍｏ）又は第２周期元素及び４ｄ遷移族元素の化合物を含むことを特徴とするミラー
。
【請求項８】
　請求項７に記載のミラーにおいて、前記４ｄ遷移族元素は、モリブデン（Ｍｏ）、ニオ
ブ（Ｎｂ）、及びジルコニウム（Ｚｒ）からなる群から選択されることを特徴とするミラ
ー。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載のミラーにおいて、前記第２周期元素は、ベリリウム（Ｂｅ）、
ホウ素（Ｂ）、炭素（Ｃ）、窒素（Ｎ）、及び酸素（Ｏ）からなる群から選択されること
を特徴とするミラー。
【請求項１０】
　請求項６～９のいずれか１項に記載のミラーにおいて、該ミラーは、前記光学有効面の
方向で最上部に配置された保護層（４３０、５３０、６３０、７３０）を有することを特
徴とするミラー。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のミラーにおいて、前記光学有効面の方向で前記保護層の下にそれぞ
れ配置された層（４２０、５１０、６２０、７０５）の材料が、前記保護層（４３０、５
３０、６３０、７３０）の材料よりも低吸収であることを特徴とするミラー。
【請求項１２】
　請求項１～５、１０、又は１１のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記保護層（
４３０、５３０、６３０、７３０）は、窒化ケイ素（Ｓｉ３Ｎ４）、炭化ケイ素（ＳｉＣ
）、又は３ｄ遷移族元素、４ｄ遷移族元素、若しくはランタニドを含む化合物を含むこと
を特徴とするミラー。
【請求項１３】
　請求項１０または１１に記載のミラーにおいて、前記保護層（４３０、５３０、６３０
、７３０）は５ｎｍ以下の厚さを有することを特徴とするミラー。
【請求項１４】
　請求項６～９のいずれか１項及び請求項１０～１３のいずれか１項に記載のミラーにお
いて、前記第２層及び前記保護層それぞれの厚さプロファイルは、同一の構成の前記第１
層のみを有して前記第２層及び前記保護層を有しないミラーとの該ミラーの入射角に対す
る反射率の依存に関する差が、２％以下、特に１％以下、より詳細には０．５％以下であ
るようなものであることを特徴とするミラー。
【請求項１５】
　請求項６～９のいずれか１項及び請求項１０～１４のいずれか１項に記載のミラーにお
いて、前記保護層がもたらす反射率の低下が、前記第２層により少なくとも部分的に補償
されることを特徴とするミラー。
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【請求項１６】
　請求項１～５又は請求項１０～１５のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記保護
層（７３０）は基板（７０５）の直上に配置されることを特徴とするミラー。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載のミラーにおいて、該ミラーは少なくとも１つの
バリア層を有することを特徴とするミラー。
【請求項１８】
　光学面を有する、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置のミラーであって、
　所定の使用波長を有し且つ各表面法線に対して６５°以上の入射角で光学有効面に入射
する電磁放射線に関して、少なくとも０．５の反射率を有し、
　第２周期元素及び４ｄ遷移族元素の化合物を含む少なくとも１つの層（１６０、１７０
、３２０）を有し、且つ
　前記層（１７０）のみ又は前記（１６０）層及び基板（１５０）のみを有するミラー。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のミラーにおいて、前記４ｄ遷移族元素は、モリブデン（Ｍｏ）、ニ
オブ（Ｎｂ）、及びジルコニウム（Ｚｒ）からなる群から選択されることを特徴とするミ
ラー。
【請求項２０】
　請求項１８又は１９に記載のミラーにおいて、前記第２周期元素は、ベリリウム（Ｂｅ
）、ホウ素（Ｂ）、炭素（Ｃ）、窒素（Ｎ）、及び酸素（Ｏ）からなる群から選択される
ことを特徴とするミラー。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載のミラーにおいて、前記使用波長は３０ｎｍ未満
であり、特に１０ｎｍ～１５ｎｍの範囲にあることを特徴とするミラー。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載のミラーを少なくとも１つ有することを特徴とす
る、マイクロリソグラフィ投影露光装置の光学系。
【請求項２３】
　照明デバイス及び投影レンズを有するマイクロリソグラフィ投影露光装置であって、前
記照明デバイスは、該投影露光装置の動作時に前記投影レンズの物体平面にあるマスクを
照明し、前記投影レンズは、前記マスクを前記投影レンズの像平面にある感光層に投影し
、該投影露光装置は、請求項１～２１のいずれか１項に記載のミラーを少なくとも１つ有
するマイクロリソグラフィ投影露光装置。
 


	header
	written-amendment

